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Procedeu de obtinere a monocristalelor de ZnO din faza gazoasd fara germene, care constd in cresterea
monocristalului intr-un volum inchis, executat ca o camera de crestere din cuart, in care se amplaseaza initial
materialul de crestere si in care se debiteaza agentii chimici de transport: HCI cu o presiune initiald la temperatura
de crestere de 1...5 atm, carbon in proportie HCI:C = 2:(1...1,5) moli si hidrogen, mentinut in procesul de crestere la
o presiune constantd egald cu 50...200% din presiunea initiald a HCI; inainte de cresterea monocristalului se
efectueaza tratarea termicd a camerei de crestere la o temperaturd de 900...1100°C, dupd care se efectueazd
deplasarea consecutiva a camerei de crestere timp de 5...10 zile in pozitia corespunzatoare procesului de crestere,
iar cresterea monocristalului se efectueaza la temperatura de 900...1100°C cu o diferentd de temperatura dintre
materialul de crestere si cristalul in crestere de 5...30°C si un gradient de temperatura in regiunea de cristalizare de
pana la 10°C/cm, apoi cristalul crescut se riceste cu o viteza de pana la 100°C/ora.



